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Autors: Jordi Carrabina. Nuria Barniol. Paco Serra Jr. Data: Febrer de 1995.

Intoduccid als circuits analogics. Alternatives fonamentals d’implementacié en circuits MOS:
Digital/analogic + Continus/discrets + MOS-C/GM-C.

Durada: 2 h.
Tema 2: Transistor MOS
Intoduccié. Model MOS de petit senyal. Model grafic de Memelink. Validesa fregiiencial dels
models analitics tipus spice. MOS com a amplificador elemental. Metodologia de mesura de para-
metres eléctrics.

Durada: 6 h.
Resistencies actives. Fonts de corrent. Miralls de corrent. Referéncies de corrent i tensié. Amplifi-
cadors: inversor, configuracié cascode, etapa diferencial. etapes de sortida.

Durada: 7 h.
T L1 lificad ional
OTA's. Compensacid/estabilitzaci6 en freqiiencia. OTA Miller. Analisi estatica, freqiiencial, tem-
poral i de soroll. Obtencié de les equacions de disseny. Criteris de seleccié i obtencié de valors de
disseny. Metodes d'analisi, sintesi i optimitzacié. OPAMP’s: etapes de sortida. Comparadors.

Durada: 12 h.
Tema 5: Regles de layout
Regles especifiques de layout (recomanades). Importancia de la simetria. Concepte de soroll depe-
nent de mismatch. Crosstalk i interferéncia de parts digitals. Estratégies de layout de biblioteques
de cel.les analogiques.

Durada: 4 h.
Amplificadors operacionals: estructures complementaries. Técniques especifiques: baix consum,
alt guany, alta velocitat, baix soroll. Estructures d'entrada-sortida.

Durada: 4 h.
T 7- Imolicaci e ] logi
Tecnologia bipolar. Estructures basiques. Diferents tecnologies CMOS. Tecnologia BiCMOS.
Durada: 4 h.
PRACTIQUES:

Practica 1: Modelat SPICE del MOS en petit senyal. Disseny i optimitzaci6 depenent del disseny.
Practica 2: Circuits de mesura de parametres eleéctrics sobre un inversor com a amplificador.
Practica 3: Obtencié dels parametres de disseny de I’OTA de cada grup.

Practica 4: Simulacid i caracteritzacid.

Practica 5: Layout.

Les dues primeres practiques son comunes a tots els grups mentre que les tres segiients sén especi-
fiques de cada un. Les dates de practiques sén: 17/111, 22/111, 3 1/111, 28/1V, 19/V.

MATERIAL:



—

Estacions de té?all.

CAD: Design Framework 11. SPICE?2.

Procés tecnologic: CNM25 1M2P.
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